




参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

POWER SUPPLY 

VIN 电源电压 

芯片启动后 0. 5  5.5 V 

芯片启动时 1.8  5.5 V 

VINUVLO 内置输入欠压保护阈值 

UV 短接 VIN Falling  0.5  V 

UV 短接 VIN Rising  1.8  V 

VUV UV 端欠压保护阈值 VIN Rising  460  mV 

ΔVUV UV 端欠压保护滞回 VIN Falling  15  mV 

RMD_UP MD 端内置上拉电阻   450  KΩ 

IQ VIN 端静态工作电流 

MD=“1”，No Load  80  µA 

MD=“0”，No Load  10.3  mA 

ISD 芯片关断电流 VEN=0V   1 µA 

OUTPUT 

VOUT 输出电压设定范围  2.2  5.5 V 

VREF 反馈端参考电压  584 800 816 mV 

VOVP 输出过压保护阈值 VOUT Rising  5.8  V 

ΔVOVP 输出过压保护滞回 VOUT Falling  0.1  V 

IOUT_LKG OUT端口泄漏电流 VIN=VLX=0, Disable  12  µA 

tSS 软启动时间   700  µs 

POWER SWITCH 

RDS(on) 

High-side MOSFET on 

resistance 

  80  mΩ 

Low-side MOSFET on 

resistance 

  40  mΩ 

fSW 开关频率 VIN = 3.6 V  650  KHz 

LOGIC INTERFACE 

VEN_H EN 逻辑高电平阈值  1.2   V 

VEN_L EN 逻辑低电平阈值    0.4 V 

 



参 数 描 述 测 试 条 件 最 小 值 典 型 值 最 大 值 单 位 

VM D_H M D逻 辑 高 电 平 阈 值  1.2   V 

VM D_L M D逻 辑 低 电 平 阈 值    0 .4 V 

PRO TEC TIO N 

TSD 芯 片 热 保 护 温 度   150  ℃ 

ΔT 芯 片 热 保 护 滞 回   30  ℃ 
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